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1$radimas priskiriamas puslaidininkinei elektronikai ir gali biiti panaudotas radioelektroniniuose prietaisuose,
loginése schemose bei atminties elementuose.

I$radimo tikslas - supaprastinti Sotki barjero diodo gamybos technologija.

Diodas sudarytas i§ puslaidininkinio padéklo (1), padengto metalo sluoksniais, kurie yra ominis kontaktas (2)
ir uztvarinis kontaktas (3). Puslaidininkiniame padékle (1) prie vieno i§ jo paviriy suformuotas bent vienas
ominis intarpas (4). Uztvarinj kontaktg (3) sudaranéiame metalo sluoksnyje vir§ ominio intarpo (4) padaryta
anga, nedidesné uz ominj intarpa (4). UZtvarinis kontaktas (3) ir ominis kontaktas (2) atlikti prieSingose arba toje
pacioje puslaidininkinio padéklo (1) puséje.
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I$radimas priskiriamas puslaidininkinei elektronikai ir gali buti panaudotas
radioelektriniuose prietaisuose, skirtuose stiprinti ir generuoti signalus, taip pat
loginése schemose bei atminties elementuose.

Yra zinomas A-diodas, sudarytas i§ komplanarinés lauko tranzistoriy poros
(11.Necdajevas. A-diodas ir jo galimybés // Radijas, 1984, Nr.2, 54 pusl.).

Sio A-diodo trikumai, lyginant jj su pateikiamu techniniu sprendimu, yra jo
sudétinga schema, Zymiai sudétingesné gamybos technologija, Zemas
patikimumas (daugiau elementu) ir dél to siaura pritaikymo sritis.

Pats artimiausias techninis sprendimas yra Sotki barjero diodas, sudarytas
i$ puslaidininkinio padéklo, kurio prieSingi paviriai padengti metalo sluoksniais,
formuojandiais ominj ir uZtvarinj kontaktus. UZztvarinio kontakto, turincio Sotki
barjera, metalo sluoksnyje papildomai sudaryta maZiausiai viena kito metalo sritis,
kuri yra ominis intarpas (neuZztvarinis ominis kontakias). Kiekvieno i$ ominiy intarpy
maZiausias matmuo yra didesnis uZ uztvarinio kontakto nuskurdintos
puslaidininkinio padéklo vidaus srities plotj (TSRS aut.l. Nr.1435097, 1987).

Sis Zinomas Sotki barjero diodas turi esminiy trikumy. Pirmiausia, smarkiai
apribojamos puslaidininkinés medziagos, ant kurios pavirSiaus galima sudaryti
ominj kontakta metalo sluoksniu, pasirinkimas. Daugeliui puslaidininkiniy medziagu
$i technologija apskritai netinka, ir ominis kontaktas formuojamas kitu budu. Be to,
formuojant dviejy skirtingy metaly duotos geometrijos strukturg puslaidininkio
pavir§iuje, bitina tapatinti abiejy metaly piesinius planarinéje technologijoje, o tai '
apsunkina technologinj procesg ir mazina tinkamy struktury iSeiga. Tai buna ypac
svarbu, naudojant submikroning technologija.

I$radimo tikslas - supaprastinti Sotki barjero diodo gamybos technologija.

Sis tikslas pasiekiamas turint tokios konstrukcijos Sotki barjero dioda.
Minétas diodas sudarytas i§ puslaidininkinio padéklo, padengto metalo sluoksniais,
kurie yra ominis ir uZtvarinis kontaktai ir turi bent vieng ominj intarpg, kurio
maziausias matmuo yra didesnis uz uZztvarinio kontakto nuskurdintos
puslaidininkinio padéklo vidaus srities plotj. Nauji pateikiamo techninio sprendinio
poZymiai, lyginant ji su Zinomais, yra Sie: minétas ominis intarpas suformuotas
puslaidininkiniame padékle prie vieno i§ jo pavirdiy, o vir§ jo uztvarinj kontaktg

sudaranéiame metalo sluoksnyje padaryta anga, nedidesné uZ ominj intarpa, be to,
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ominis ir uZtvarinis kontaktai atlikti prieSingose arba toje pacioje puslaidininkinio
padeéklo puséje.

Tai, kad ominis kontaktas suformuotas puslaidininkiniame padékle prie
vieno i§ jo pavirSiy, o virS ominio intarpo uzivarinj kontakta sudaranciame ir
dengianciame puslaidininkinj padékla metalo sluoksnyje padaryta anga, kuri
nedidesné uz ominj intarpa, be to, ominis ir uztvarinis kontaktai atlikti prieSingose
arba toje pacioje puslaidininkinio padéklo puséje, leidzia atsisakyti dviejy skirtingy
ir specialiai parinkty pagal geometrijg metaly sluoksniy, formuojant Sotki barjero
dioda, ir tai Zzymiai supaprastina minéto diodo gamybos technologijg.

Lyginant pateikta Sotki barjero dioda su Zinomais techniniais sprendimais,
tokios struktiros diodo nebuvo rasta, o skiriamuyjy pozymiy visuma, leidzianti
pasiekti teigiama efekta, taip pat néra zinoma. Tokiu biidu galima pripazinti, jog
pateiktas techninis sprendimas turi naujus ir esminius skirtumus.

1 bréz. pavaizduota sililomo Sotki barjero diodo struktiira. 2 bréz. - $io
diodo voltamperiné charakteristika.

Sitilomo Sotki barjero dioda sudaro puslaidininkinis padéklas 1, ominis
(neuztvarinis) kontaktas 2, uzivarinis kontaktas 3, kurj sudaro metalo sluoksnis,
formuojantis Sotki barjera, ominiai intarpai 4, kurie yra puslaidininkinio padéklo 1
vidaus sritys, turinCios didelj elektrinj laidumg, nuskurdintos puslaidininkinio
padéklo vidaus sritys 5 (didelés varzos sritys), kurios susiformuoja metalo
sluoksnio 3 ir puslaidininkinio padéklo 1 turyje.

Diodas dirba tokiu budu:

Kvazineutralios srities 6, esan¢ios po ominiais intarpais 4, varza yra kaip ir
vienalyéio puslaidininkio. Padavus | uZzivarinj kontakt 3 atgaline jtampa,
nuskurdinta puslaidininkinio padéklo vidaus sritis 5 didéja ir dél krastiniy efekty
prasiskverbia po ominiais intarpais 4. Susiformuoja sudétinga nuskurdintos
puslaidininkinio padéklo vidaus srities 5 bei kvazineutralios srities 6 skiriamoji riba.
Esant mazoms atgalinés jtampos reikSméms, kvazineutrali sritis 6 siekia ominius
intarpus 4, o esant dideléms, visos po ominiais intarpais 4 esandios sritys tampa
nuskurdintomis puslaidininkinio padéklo vidaus sritimis 5 taip kaip vienaly&io Sotki
kontakto atveju. Tokiu bldu, esant nedideléms atgalinés jtampos reikSméms,
diodas yra didelio laidumo, o esant dideléms - Suoliu pereina j busena, kurioje jis l
yra mazo laidumo, bilidingo jprastiniams Sotki barjero diodams. Tokiu bidu,
atgalinéje diodo voltamperinés charakteristikos Sakoje susiformuoja N tipo ruozas
(2 bréz.).
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Softki barjera sudaranéio metalo sluoksnio 3 ir ominiy intarpy 4 konfiguracija
gali buti labai jvairi. Ominiai intarpai 4 gali buti formuojami jvairiais budais, kaip
pvz., difuzijos, atitinkamy cheminiy elementy jony implantacijos, dujinés arba
skystines epitaksijos ir pan. Metalo sluoksnis 3 ominiy intarpy 4 srityje (legiravimo
srityje) néra butinas, kadangi pati ta sritis pasizymi laidumu. Butent tai ir suteikia
galimybe iSspresti suderinamumo problemg, gaminant tarpusavyje derancius
diodus, naudojant submikroning technologija. Lyginant siilomg techninj sprendimg
su Zinomais, Zymiai supaprastinama jo gamybos technologija ir praplediama jo

panaudojimo sritis.
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ISRADIMO APIBREZTIS

Sotki barjero diodas, turintis N tipo ruoa atgalinéje voltamperinés
charakteristikos Sakoje, sudarytas i§ puslaidininkinio padéklo, padengto metalo
sluoksniais, kurie yra ominis ir uztvarinis kontaktai, ir turintis bent viena ominj
intarpa, kurio maZiausias matmuo yra didesnis nei nuskurdintos puslaidininkinio
padéklo vidaus srities plotis, besiskiriantis tuo, kad puslaidininkiniame
padékle prie vieno i$ jo pavirSiy suformuotas minétas ominis intarpas, vir§ kurio
uztvarinj kontakta sudaran¢iame metalo sluoksnyje padaryta anga, nedidesné uz
ominj intarpg, be to, uztvarinis ir ominis kontaktai atlikti prieSingose arba toje

pacioje puslaidininkinio padéklo puséje.
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